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@ Hochstrompulser fiir die Ansteuerung von Laserdioden 

(§) Die Erfindung offenbart den Speztalaufbau eines Hoch- 
Strom pulsers mit einem Stromg radiant von mehr als 15 A/ns 
und einem Spitzenstrom bis 150 A. Durch die vorgeschlage- 
nan Ma&nahmen wird gegenuber dam Stand der Tachntk 
etne Veningerung der Indukttvitat durch Verringerung de$ 
Streufeldes und eine Aufteilung des Energiespek:hers auf 
zwei Kreise und damit eine Halblerung der RC-Kombination 
und aine Halbierung des Stromes pro Kreis erreicht. Ein 
AusfOhrungsbeispiet ist beschrieben und in den Figuren der 
Zeichnung skiz2iert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Hochstrompul- 
ser fur die Ansteuerung von Laserdioden gemllO dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Solche Hochstrompulser sind aus der EP 02 62 7 13 Al 
an sich bekannL Sic werden allgemein im sogenannten 
Einkreisaufbau hergestellt, besitzen aber dadurch ein 
relativ groQes Streufeld und damit auch eine groQe In- 
duktivitSlt. 

Aus der US 33 71 232 ist ein Hochstrompulser be- 
kanni, der uber zwei Energiespeicher und zwei Hoch- 
stromschalter verfugt 

Ein weiterer Hochstrompulser ist aus dem Aufsatz 
von Rutz, E M.: "Pulse Transformer for Injection Laser" 
in US-Z: IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol 17« No> 
6. Nov mber 1 974, S. 1 788 - 1 790 bekannt Dieser Hoch- 
strompulser ist mit einem streufeldarmen Putstransfor- 
mator versehen, der mit der Laserdiode eine bauliche 
Einheit bildet und tiber zwei geometrisch kleine, elek- 
trisch gegenl^ufige Leiterschleifen verfQgt 

Aus der EP 0242 591 A I ist die Verwendung elek- 
trisch gegenl^ufiger Stromschleifen zur Minimierung 
der Induktivitat der Anschlufklrdhte der Laserdiode in 
einem Laserdiodensender fQr Obertragungssignale mit 
Bitraten von wenigstens einigen hundert Mbit/s be- 
kannt 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen induktionsarmen Hochstrompulser zu 
schaffen, der in der Lage ist. Impulslaserdioden mit kur- 
zen und hohen Stromimpulsen anzusteuem und einen 
Stromanstieg von 20 A/ns und einen Spitzenstrom bis 
150 A realisierL 

Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgem^Ben 
Hochstrompulser durch die im Anspruch 1 aufgezeigten 
MaBnahmen geldst In den UnteransprOchen sind Aus- 
geslaltungen und Weiterbildungen angegeben und in 
der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfiihrungsbei- 
spiels werden die getroffenen MaBnahmen erl^utert 

Die Erlaiuterung wird durch die Figuren der Zeich- 
nung erg^nzt £s zeigt 

Fig. la eine perspektivische Ansicht der Frontseite 
des elektronischen Bauelements eines AusfOhningsbei- 
spielsdes induktionsarmen Hochstrompulsers. 

Fig. lb eine perspektivische Ansicht der RQckseite 
des Bauelements gemslB Fig. la. 

Fig. 2a eine perspektivische Ansicht der Frontseite 
des Bauelements gem^B Fig. la mit Verdeutlichung des 
Stromflusses der Hochstromkreise. 

Fig»2b eine perspektivische Ansicht der Riickseite 
des Bauelements gem^B Fig. lb mit Verdeutlichung des 
Stromflusses der Hochstromkreise, 

Fig. 3 ein Blockschaltbild des Hochstrompulsers ge- 
m^BFig. la, lb. 

Fig. 4 ein Schaltbild fOr die Hochstromkreise gem&B 
Fig. la, lb. 

Das nachfolgend beschriebene Ausfuhrungsbeispiel 
eines induktionsarmen Hochstrompulsers zur Ldsung 
der gestellten Aufgabe ist in den Fig. la und lb so de- 
tailltert dargestellt, daB Aufbau und Funktton nur einer 
kurzen Erl&uterung bedBrfen, um einem Fachmann den 
Erfindungsgedanken verst&ndlich zu machen. 

In der Fig. 1 a ist die Frontseite 10a des elektronischen 
Hochstrompulser-Bauelements gezeigt, die eine der 
Seitenfiachen eines Tr^gerquaders 10 veranschaulicht 
Dieser TrsLgerquader 10 ist aus einem ferromagnetic 
schem Werkstoff gefertigt und schafft dadurch die Mdg* 
lichkeit der extremen magnetischen iCoppelung. 



Auf dieser Seiienflach lOa sind nun — wie darge- 
stellt ~ Leiterbahnen 11 aufgebracht, die einerseits die 
elektrische Verbindung zu den AnschluBelementen 
(Trigger etc.) aufweisen und andererseits die IContaktie- 

5 rung mit der Laserdiode 12 und den beiden Hochstrom- 
schaltem 15. 16sicherstellen,die mittels Bonddr^hten 17 
untereinander und mit den Leiterbahnen 11 verbunden 
sind, soweit keine LOtverbindungen zwischen Bauteilen 
und Leiterbahnen oder zwischen Leiterbahn und Leiter- 

10 bahn besteht Aus der Zeichnung sind diese Einzelheiten 
deutlich erkennbar. Es ist gezeigt, wie die Laserdiode 12 
mit den Hochstromschatter 15, 16 und diese mit den 
entsprechenden Leiterbahnen 11 durch BonddrSihte 17 
verbunden sind. 

15 In der Fig. lb ist nun die riickseitige Seitenfl^che 10b 
des TrSgerquaders 10 dargestellt Hier sind auf Leiter- 
bahnen 11 die Kondensatoren Ci 13 und C2 14 aufgeld- 
tet und stehen tlber angeldtete Leiterbahnen mit den 
Widerst&nden RLi 19 und RL2 20 sowie mit der Laser- 

20 diodenansteuerung 12a in Verbindung. Als sogenannte 
ROKombinationen ergeben sich die Kombinationen 
aus den auf einer Seite desTrllgerquaders angeordneten 
Kondensatoren und Widerst^nden. Im Hinblick auf die 
Minimierung der Induktivit&t wird der Einsatz von Mi- 

25 krowelJenkondensatoren vorgeschJagen. 

Wie die Fig. 2a und 2b nun veranschaulichen, sind die 
Elemente der beiden Seitenfltchen 10a und 10b des Tr^- 
gerkubus 10 mittels Durchkontaktierungs-Elementen 18 
miteinander verbunden, und dadurch werden nun zwei 

30 geometrisch kleine Leiterschleifen LSi und LS2 und so 
zwei elektrisch gegenlaufige Stromkreise gebildet 
Hierdurch ergibt sich eine wesentliche Minimierung des 
Streufeldes und damit auch der Induktivitlit durch den 
erzielten antiparallelen Aufbau. 

35 Das Schaltbild in der Fig. 3 verdeutlicht die Auftei- 
lung des Energiespeichers auf zwei Hochstromkreise 
und damit die Halbierung der RC-Kombination und 
glelchzeitig damit die Halbierung des Stromes pro 
Kreis. 

40 Die Fig. 4 veranschaulicht ein Ersatzschaltbild fur die 
vorbeschriebenen Hochstromkreise, wobei Rr und Rr' 
die Restwidersttode der Schalter 15 und 16 darstellen 
und L2, Li die minimierten Induktivttftten der Leiter- 
schleifen LS|, LS2 imd Rr* den Widerstand der Laser- 

45 diode 12 und L* die InduktivitMt dieser Laserdiode 12. 
Durch die vorbeschriebenen MaBnahmen ist nun ein 
extrem schneller und streufeldarmer Strompulser mit 
geringem Bauteilaufwand und einfacher, problemloser 
Herstellung geschaffen worden, der sich durch eine we- 

50 sentliche Minimierung der InduktivitHten Li und L2 aus- 
zeichnet, welche sich zusammensetzen aus den Bauteil- 
einduktivit&ten, welche hier durch den Einsatz von in- 
duktivitatsarmen Bauelementen reduziert worden sind, 
weiterhin aus den LeiterbahninduktivitHten, die durch 

55 den vorbeschriebenen geometrischen Aufbau minimiert 
werden. Durch die vorgeschlagenen MaBnahmen wird 
aber auch ein Zusatzeffekt erreicht, nUmlich aufgrund 
der Aufteilung auf zwei Kreise — es wiren auch 4, 6, 8 
... usw. denkbar — wird der Schalter- Restwiderstand 

60 Rr und Rr' durch die Parallel-Schaltung von zwei 
Schaltem 15, 16 halbiert 

Patentanspruche 

65 1 • Hochstrompulser fur die Ansteuerung von Laser- 
dioden, mit einer Laserdiode (12), zwei ROKombi- 
nationen (13, 19 und 14. 20% die aus zwei Kondensa- 
toren (13. 14) als Energiespeicher und zwei Wider- 
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stflnden (19, 20) bestehen» sowie zwet Hochstrom- 
schaUem (15, 16), wobei die Kondensatoren (13, 14) 
und Hochstromschalter (15, 16) auf zwei geome- 
trisch kleine Teilstromkreise verieiU sind. dadurch 
gekennzeichnet» daB die Laserdiode (12) auf einem 5 
Tragerquader (10) angeordnet ist, wobei auf der 
einen Seitenfl^che (10b) des Trilgerquaders (10) die 
RC-Kombinationen (13, 19 und 14, 20) auf Leiter- 
bahnen (11) kontaktiert sind und auf der anderen 
SeitenflSiche (10a) des Trigerquaders (10) die La- to 
serdiode (12) und die mit ihr verbundenen Hoch- 
stromschalter (15, 16) auf Leiterbahnen (11) kon- 
taktiert sind, wlhrend die Leiterbahnen (11) auf 
beiden Seitenflichen (10b, 10a) des Tr&gerquaders 
(10) mittels Durchkontaktierungen (18) so mitein- 15 
ander verbunden sind« daQ zwei elektrisch gegen- 
laufige Leiterschleifen (LSi, LS2) gebildet werden, 
die die Teilstromkreise darstellen, 

2. Hochstrompulser nach Anspruch t, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Tr^gerquader (10) aus ferro- 20 
magnetischem Werkstoff besteht 

3. Hochstrompulser nach Anspruch 1 Oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Kondensatoren (13, 
14) und die Widerstflnde (19, 20) mit den Leiterbah- 
nen (11) und diese untereinander ebenfails durch 25 
Ldtung verbunden sind 

4. Hochstrompulser nach einem der Ansprliche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Laserdiode 
(12) mit den Hochstromschaltem (15, 16) und diese 
mit den Leiterbahnen (11) durch Bonddrahte (17) 30 
elektrisch verbunden sind, wobei die Bondierungen 
nur auf einer Seite der Bonddrdhte (17) erfolgen. 

5. Hochstrompulser nach einem der Ansprtiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Kondensa- 
toren (13, 14) induktionsarme Mikrowellenkonden- 35 
satoren sind. 
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FIG. 3 
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